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В работе проведены структурные и оптические 

исследования слоев диоксида кремния после высокодозной 

имплантации ионов цинка и термообработки. Для части 

образцов проводилась дополнительная имплантация 

кислорода. Установлено, что в случае имплантации только 

ионами Zn формируется кристаллическая фаза Zn2SiO4 (R-3), 

при двойной имплантации обнаружена фаза кубического ZnO 

(F-43m) (см. Рис.1). В образцах с нанопреципитатами ZnO 

регистрируется интенсивная полоса фотолюминесценции в 

видимой (синей) области спектра. 

 
Рис.1 Микрофотография в режиме «plan-view» нанокомпозитов 

SiO2/Si:<Zn> (а) и SiO2/Si:<Zn+O> (б) после отжига 750°С, 2 ч 


